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Zpisob vyvolavani negativnich elektronovfch resistd
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Vyndlez se tykd zpisobu vvy negat1vn1ch elektronovych
resistd na bdzi polyfenylénoxidu) fowutych pro vytvédreni integro-
vanych obvodi pomoci elektronovych paprski.

Vyvoj sméPuje k vysoce citlivym resistim, polymernim ldtkdm,
které plisobenim elektronového svazku méni svoji strukturua tim
fysikdlné chemické vlastnosti, to je pPedeviim rozpustnost, Zmé-
ny jsou zpisobeny pYedeviim vznikem novych nebo zénikem starych
vazeb, Polymery, které ozdPenim depolymeruji na niZsi molekulér-
ni hmotnosti lze snadndji rozpustit a stopu po expozici elektro~-
novym paprskem lze snadndji odleptat organickymi rozpoustédly,
ne? pivodni polymer o nezménéné struktu¥e a molekulové hmoinosti,
Tekové polymery tvoir{ pozitivani resisty., Polymery, jejichZ roz~
pustnost se ddinkem elektironl sniZuje, tvori negativni resisty.

Jako negativni resisty se pouZivaji olefinické polymery ja-
ko polymetylmetakryldty, zvldsté chlorované a bromované, kopoly-
mery vinylchloridu - vinylacetdtu, bromovené & epoxidované kopo-
lymery butadienu a isoprenu,

vV &8s, autorském osvdddeni 202 991 jsou popsdny negativni
elektronové resisty tvorené slouleninami obecného vzorce

HE—o

kde Ry, R, jsou alkyl s 1 aZz 12 uhlikovymi atomy, fenyl,
n je 10 a% 1000, s vyhodou modifikované oxidaci peroxidy.

Polyfenylénoxidy,tvo¥ici negativni elektronové resisty,se
ziskaji oxideéni polykondenzaci 2,6 disubstituovanych fenold
v pritomnosti zndmych oxidadnich katalyzdtori jako jsou napii-
klad komplexy médi, kobaltu a manganu s aminy,
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Je zndmo, Ze citlivost t&chto polymerd k ozd¥eni elekiro~
ny lze zvysit jejich modifikaci pomoci peroxidd  jako je pero-
xid vodiku, kyslidnik olovi&ity, Podminkou dsp¥$né aplikace Je
vysokd &istota pouZitych polyfenylénoxidd,

Reaisty uvedeného typu se nandSeji na polovodilové podloky
ve formé koncentrovanych roztokd v organickych rozpustsdlech,
které se nechaji za kontrolovanych podminek odpa¥it. Po expozi~
¢l elektronovymi paprsky se neexponovany reaist odleptd organic~
kymi rozpustédly.

Vyhodou resistd dle vyndlezu jsou vysokd citlivost, projevu~
Jici se v podstatné zm¥nd rozpustnosti po ozdfeni, vysokd rozli-
Sovaci schopnost, kterd je déna linedrni strukturou polyfenylén~
Oxidﬁo

Nyni bylo zJjiZténo, Ze rozliSovaci schopnost a hranovou
ostrost negativnich elektronovych resisti na bdzi polyfenylénoxi-
du lze podstatnd zvysit, jestliZe se pro vyvoldvdni resistu po-
uzivaji smési vzdjemnd mfsitelnych 1ldtek, z nich% vEt3{ 3&st
smési tvoifi rozpousiiddla PPO a zbytek pat®{ do kategorie létek,
které PPO nerozpusti, |

PPedm¥tem vyndlezu je zpisob vyvoldvémi negatiwvnich elekiro-
novych resisti na vedzi polyfenylénoxidu a polyfenylénoxidu modifi-
kovaného oxidaci peroxidy rozpuitédlovymi vyvojkami, které obsa~
huji 60 aZ 98 objemovyich % nerozpoustédel polyfenylénoxidu, pii=-
demZ ob& sloZky vyvojky jsou vzdjemns misitelné.

Mezi rozpustddla polyfenylenoxidu pat¥{ predeviim l4tky ze
skupiny halogenovanych alifatickych uhlovodiki, halogenovangch
aromatickych uhlovodikd, aromatické uhlovodiky, ddle cyklohexa-
non a pyridin,

Z halogenovanych alifatickych uhlovodiki vyhovuji napFiklad
chloroform, tetrachlormetan, trichloretylen, 1,1,2,2-tetrachlor—
etan, 1,2-dichloretan. Z halogenovanych aromatickych ublovedikd

1ze napriklad pouZit chlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,2-dichlor-
benzen, |

o Ze skupiny aromatickfoh sloudenin jsou vyhodné zejména benzen,
" toluen a xyleny,

Z 14tek oznafenych jako nerozpoudtédla lze do smSsnyeh vyvo-
Jek pouZit alkoholy, nap¥iklad metanol, isopropanol, butanol, ali-
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fatické uhlovodiky, nap¥iklad heptan, 2-metyl-heptan, ketony,
napfiklad aceton, metyletylketon, metylfenylketon, étery ali~
fatické i cykloalifatické, nap¥iklad etyléter, dioxan, tetra-
hydrofuran a podobné, esiery, napiiklad octan etylnaty a vodu.
Pro vyvoldvéni smésnymi vyvojkami uvedeného typu plati obecnsd,
Ye pourijeme~li vyvojky s vy35im obsahem termodynamicky dobré-
ho rozpustddla, musime sniZit teplotu a dobu vyvoldvéni a

opak plati pi#i obohaceni vyvojky 1dtkou, kterd se sama o s0b&
chovd jako Spatné rozpoustédlo.

Vzdjemné vztahy jsou velmi sloZité a optimdlni podminky
pro ka¥dy typ vivojky a polymeru je tPeba empiricky stanovit.
AvSak typy smdsnych vyvojek, kieré jsou pPedmétem vyndlezu, ma-
ji kromé ji¥ Yelené vyhody, to je vysoké citlivosti a dosaZitel~
né rozlisovaci schopnosti,jedté daldi vyhody, spodivajici v tom,
Ye strmost vyvoldvéni v zdvislosti na dase a teplotd je nékoli-
kandsobnd ni%si neZ p¥i préci s v§vojkou jiného typu. To dovolu-
je dokonalé nastaveni vyvolédvaciho procesu, usnadiuje automati-~
zaci & zvlddouti procesu v technologickém mé¥itku,

Vynélez osvétli nésledujici p¥iklady, % v prikladech uvadé-
néd jsou hmotnostni, neni~li uvedeno jinak,

Priklad 1

Poly (2,6-dimetylfenyleneter) s viskoznim &islem 51 byl
v atmosfé¥e argonu rozpusién v éistém chloroformu na roztok obsa~
nhujici 10 hmotnostnich % polymeru. Byly poufity Si-destidky o
priméru 50 mm & tlousfce 0,25 mm, které byly nejprve odmedtény
v roztoku sapondtu, po osuSeniopldchnuty ve smési teplé 180° ¢
98 %~-ni kyselin& sirové H2804'a 30 %-nim peroxidu vod:’.ku'HZO2
v pom§ru 1 : 2 po debu 10 minut & po novém omyti vodou suseny
v picce p¥i teploté 500° C pod dusikovou atmosférou 1 hodinu.
Resist byl nenesen na tekto upravenou Si-destilku v rotadni od~
sthedivee v atmosfébe nasycené parami rozpoustédla -~ chlorofor-
mu p¥i 5,000 ot/min, & vytvrzen p¥i 70° ¢ po dobu 1/2 hodiny,

Na Si-destidce s nanesenym & vytvrzenym resistem byly pak
na elektronovém mikroskopu vytvofeny obrazce expozici elektrono-~
vim peprskem p¥i urychlovacim napé&ti 15 kV.

. Exponovand podloZka byla vyvoléna ve smési 80 % benzenu +
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20 % isobutanolu 10 sec. a obrazec hodnocen na elektronovém mik-~
roskopu.

Pri tomto postupu byle dosaZena rozliSovaci schopnost 0,6 «m,
Za stejnych podminek bylo vyvoldni provedeno chloroformem, Dosa~
Zend rozliSovaci schopnost byla 3 pn,

Priklad 2

Poly (2,6~dimetylfenylenoxid) s viskoznim Sislem 42,4 byl
nanesen ne Si-destilky stejnym zplisobem, jak bylo uvedeno v pii~
kladu 1, Regist ve formé& 5 %-niho roztoku byl nenesen na Si-deg-
tidky v tloud¥ce 0,35 um, Tloudtka nanesené vrstvy byla zmé¥ena
po vytvrzovacim procesu, stejné jako v p¥ikladu-1. Na Si-destid~
ce s nanesenym a vytvrzenym resistem byly pak na elektronovém
mikroskopu vytvofeny obrezce expozici elektromovym paprskem p#i
urychlovacim napdti 15 kV,

Exponovand podloZka byla vyvoldna we smési 60 % objemovych
trichloretylenu a 40 % objemovych isobutylalkoholu bdhem 40 sec.
a teplotd 16° C. Obrazec byl hodnocen na elektronovém mikroskopu,
P¥i tomto postupu byla dosaZena rozliSovaci schopnost vy33i jak

0,25 sm,

Piiklad 3

" Poly (2-metyl-6-decylfenylenoxid) byl modifikovén peroxi~-
‘dem vodiku 30 % v ledové kyselin& octové p#i 70° C 6 hodin a -
izolovén filtraci a nékolikandsobnym promytim horkou vodou. Ten~
to polymer byl nenesen na Si~-destidky zplisobem podle p¥Fikladu 1
ve formé 3 % roztoku v chlorbenzenu p¥i 6 000 ot/min. Expozice
nanesené vrsivy byla provedena elekironovym paprskem p¥i urychlo~

vacim napéti 18 kV a rychlosti, kterd odpovidd citlivosti Pddove
2

1072 ¢,cm?, Neexponovand vrstva byla odlepténa b&hem 20 sec.
Smési 55 objemovych % chloro?g%&ﬁf%gggug%gemovjch % etanolu by~
lo dosaZeno rozliSovaci schopnosti resistu 0,5 mm pii sile
vrstvy 0,45 um,

Pro srovndni byl cely postup opakovén'avéak vyvoldani bylo
provedeno v &istém chlorbenzenu, PFi tomto postupu byla docilena



 rozliSovaci schopnost 1/um.‘

Priklad 4

Poly (2,6=difenyl~fenylenoxid) ve formd 3 % roztoku v chlor~
benzenu byl nanesen na kPemikovou destiSku pFi teploté 50° ¢
zpisobem podle pFikladu 1 na zaf{zeni p¥i 104000 ot/min. Vyivo=
Yend vrstve o tlousfce 0,8 ,um byla exponovéna elekironovym pa~
prskem p¥i urychlovacim napéti 15 kV a rychlosti odpovidajici
citlivosti Fddové 1072 C.cm >, Exponovand vrstva byla pak vyvo=
14na bdhem 15 sec. v chloroformu. PPi tomto pokuse bylo dosaZe~
no rozliSovaci schopnosti resistu 1,25 um,

Pro srovnéni byl cely pokus opakovédn , aviak vyvoléni bylo
proyedeno ve g;és%ego_ggaemggfch % chlorbenzenu, 15 objemovych
% isobutylalkoholu? iteplote 5% ¢, bShem 40 sec, PPi tomto pro~
cesu bylo dosaieno,pfiuwahﬁyzrstvy 0,8 um rozlidovaci schopnosti
0,25 am, |



PREDMET VYNLLEZU

Zpisob vyvoldvéni negativnich elektronovych resisti na bé-
zi polyfenylenoxidu a polyfenylenoxidu modifikovaného oxidaci
peroxidy rozpoustédlovymi vyvojkami, vyznaleny tim, Ze vyvojka
obsahuje 40 az 98 objemovych % rozpoudtddel polyfenylenoxidu
& 2 aZ 60 objemovych % nerozpoustédel polyfenylenoxidu, pPFiem?

slozZky vyvojky Jjsou vzdjemn& misitelné,
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